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【背景】-Ga2O3は 4.5-4.8 eVのバンドギャップエネルギーを有する等の優れた物性から、高耐圧・

低損失な次世代パワーデバイス用材料として注目され、近年研究が活発化している。我々のグル

ープでは、GaClと O2を原料としたハライド気相成長(HVPE)法により超高純度 Ga2O3成長が期待

できることを熱力学解析により見出し[1]、さらに本解析結果を基に成長装置を構築し、HVPE 法

による Ga2O3成長を試みた。その結果、残留キャリア密度が 1013 cm-3未満の高純度・高抵抗な n

形 β-Ga2O3ホモエピタキシャル層の高速成長を実現した[2]。本結果は、縦型電子デバイス用の導

電性制御されたドリフト層形成の基礎となる結果である。そこで今回、HVPE成長装置に Siドー

ピング系を付加し、n形導電性制御について検討したので報告する。 

【実験結果】GaClと O2を原料、SiCl4を Si源とし、半

絶縁 Ga2O3(001)基板上に Si ドープ Ga2O3 成長を行っ

た。一定の GaCl 供給分圧(PºGaCl)に対する SiCl4の供給

分圧(PºSiCl4)を RSi = PºSiCl4/(PºSiCl4+PºGaCl)と定義し、RSiに

よる成長膜中の Si 濃度変化および電気特性を検討し

た。Fig. 1は様々な RSi下で成長した膜(厚さ: 8 µm)のキ

ャリア密度および移動度(室温)を示す。図より、RSi の

増加に伴ってキャリア密度は 1015 cm-3台から 1018 cm-3

台まで線形に増加し、同時に移動度は減少することが

分かった。従って、RSiによって n形導電性を制御でき

ることが明らかとなった。詳細は当日報告する。 
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Fig. 1 Carrier concentration and mobility of Si-

doped β-Ga2O3 layers grown at various RSi 

第76回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2015 名古屋国際会議場)16p-4C-5 

© 2015年 応用物理学会 12-417


